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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Нанорозмірна характеризація халькогенідних та халькогенгалогенідних стекол з вмістом
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III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка
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Місцезнаходження:
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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з
питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного
співробітництва

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 5031080

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 40



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Нанорозмірна характеризація халькогенідних та халькогенгалогенідних стекол з вмістом металів та
рідкісноземельних елементів для прогресивних технологічних застосувань

Назва роботи англійською:
Nanoscale characterization of chalcogenide and chalcohalide glasses with metals and rare-earth elements for
advanced technological applications

Реферат українською:
В роботі проведено нанорозмірну характеризацію халькогенідних стекол з вмістом металів систем As2Se3-
Ag/AgI, As2S3-Ag/AgI, As2Se3:Bi, As2Se3-Bi2Se3. Встановлено кореляції на атомному нанорозмірному рівні
для зразків систем As2Se3-Ag/AgI та As2S3-Ag/AgI з використанням техніки вимірювання магнітної
сприйнятливості. Оцінено концентрацію магніто-впорядкованих кластерів (Ncl) і парамагнітних центрів у
одному кластері (N0). Встановлено кореляції на атомно-дефіцитному нанорозмірному рівні для зразків
систем As2Se3:Bi та As2Se3-Bi2Se3 (або (As1?xBix)2Se3) з використанням техніки вимірювання мікротвердості
від прикладеного навантаження (розмірний ефект мікровдавлювання). Виявлено динамічні ефекти спектрів
109Ag ЯМР для скла (As2S3)65(AgI)35 із збільшенням температури у досліджуваному температурному
діапазоні 295-415 K. На основі комбінації методів високоенергетичної синхротронної рентгенівської
дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання (EXAFS), реверсивного Монте-Карло (РМК)
моделювання дифракційних даних, високороздільної раманівської спектроскопії та першопринципних чи
DFT розрахунків оцінено особливості ближнього та середнього порядків халькогенгалогенідних стекол з
вмістом металів на основі системи Ge-In-S-AgI для досліджуваних хімічних складів 50GeS2-20In2S3-30AgI,
60GeS2-20In2S3-20AgI та 65GeS2-20In2S3-15AgI.

Реферат англійською:
In this work the nanoscale characterization of chalcogenide glasses containing metals of As2Se3-Ag/AgI, As2S3-
Ag/AgI, As2Se3:Bi, As2Se3-Bi2Se3 systems is carried out. The correlations on the atomic species level are
established for the samples of As2Se3-Ag/AgI and As2S3-Ag/AgI systems with using magnetic suscpetibility
measurement technique. The concentration of magnetic-ordered clusters (Ncl) and papamagnetic centers per
cluster (N0) is estimated. The correlations on the void species level are established for the samples of As2Se3:Bi
and As2Se3-Bi2Se3 systems (or (As1?xBix)2Se3) with using load-dependent microhardness measurement technique
(indentation size effect). The dynamical effect of 109Ag NMR spectra for the glass (As2S3)65(AgI)35 with increasing
temperature in the investigated temperature range 295-415 K is detected. Based on the combination of high
energy synchrotron X-ray diffraction, extended X-ray absorption fine structure (EXAFS), reverse Monte-Carlo
(RMC) simulation of diffraction data, high resolution Raman spectroscopy and ab-initio or DFT calculations the
features of short and medium range order of chalcohalide glasses containing metals on the basis of Ge-In-S-AgI
system is estimated for the investigated compounds 50GeS2-20In2S3-30AgI, 60GeS2-20In2S3-20AgI and 65GeS2-
20In2S3-15AgI.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Параметри нанорозмірної характеризації халькогенідних та
халькогенгалогенідних стекол з вмістом металів для прогресивних технологічних застосувань

Назва НТП англійською: Parameters of nanoscale characterization of chalcogenide and chalcohalide
glasses with metals for advanced technological applications

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: методична документація

Галузь застосування: 73.10.1

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Параметри нанорозмірної характеризації халькогенідних та халькогенгалогенідних стекол з
вмістом металів систем As2Se3-Ag/AgI, As2S3-Ag/AgI, As2Se3:Bi, As2Se3-Bi2Se3, Ge-In-S-AgI, що отримані з
використанням методів вимірювання магнітної сприйнятливості матеріалів, вимірювання мікротвердості від
прикладеного навантаження (розмірний ефект мікровдавлювання), 109Ag ЯМР, високоенергетичної
синхротронної рентгенівської дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання (EXAFS),
реверсивного Монте-Карло (РМК) моделювання дифракційних даних, високороздільної раманівської
спектроскопії та першопринципних чи DFT розрахунків.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
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